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INTRODUCAO o3 0 min
+ 5 min CI
Materiails semicondutores servem de base para a
construcao de todos os dispositivos eletronicos modernos. A o
miniaturizacdo dos circuitos de tais dispositivos esta e | e
diretamente ligada com a evolucao das suas capacidades de _ :mcs:f
memoria e processamento, mas 0S materiais utilizados = M003
atualmente estdo chegando aos seus limites fisicos de Py Mo,
miniaturizacado sem perda de propriedades. Com ISso em - MoS3
mente, a pesquisa focou-se na modificacdo atraves da < -
incorporacéo de cloro e flor do MoS,, um dicalcogeneto de ——"
metal de transicao (TMD) em duas dimensoes, pavimentando +10s C!
0 caminho para diversas aplicacoes do mesmo.
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MoS; foi crescido em SiO,(300nm)/Si atraves de | - |
deposicio quimica em fase vapor (CVD). Analises de o S e o deps e 1 2 e s
espectroscopia RAMAN confirmaram a presenca de que  levou a0  desaparecimento  dos  componentes
monocamada do material em boa parte da superficie da subssiequiomelricos. Longdos perodos de sputiering causam 0
amostra.
A fluoracéao foi feita expondo as amostras a uma camara CONCLUSOES
contendo XeF, sublimado. Para efetuar a cloracdo, as
amostras foram previamente irradiadas por ions de argonio Foram alcancados diversos niveis de halogenacdo do
(Sputtering), visando criar vacancias de enxofre que servem MoS,. As vacancias de enxofre sdo fundamentais para os
como pontos de Iincorporagao de cloro. O metodo em si resultados, ja4 que tanto o cloro quanto o fllor substituem o
consistiu na exposicao das amostras a um fluxo de gas cloro, mesmo na estrutura do MoS,. A incorporacdo do enxofre pode
expostondo-os a uma lampada UV visando a quebra do gas ser realizada sem o desbaste da amostra. A insercdo de cloro
em radicais. exige a irradiacdo de fons de Ar para ser realizada, mas
- possibilita o desbaste das amostras, 0 que € interessante para
RESULTADOS E DISCUSSAO futuros estudos e praticas que envolvam bicamadas ou
(a) e R =G5 multiplgs cama_das, d_e MoS,. Este t_rgbaltjo demonstr_a 0
= pote_nC|aI de tais te_cnlcas para a mc_)dlflczagao do material e
e - pavimenta o caminho para a utilizacao do mesmo em
R g _,_.;:,.,..-....-,.--.,..:}‘ , mﬂmgrzsd a[:()jllca_(;r(”lz/les gque explorem ao maximo as
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Figura 1. (a) regido do Mo 3d no XPS apos 10, 30 e 60 segundos \ \ FA PERGS

de fluoracdo. A fluoracdo leva a remocédo do enxofre (b) e C A P E S ] = _
. - , . L. . .. Fundagao de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
incorporacéao do fluor. a.u. significa unidade arbitraria.




